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PATENTE DE INVENCION

por VEINTE afios

solicitade en Espafia & favor &e DSNRISON KANUPACTURING
COMPANY, ds nneionalidad norteamericana, domiciliada en 300
Howard Strest, Framingham, lpesachusetts, U.S.A«, por "Per-
feocionamientos en los conjuntos fotorreceptorea®, con prig
rided ds la policitud nerteamerieana 816.012 de fecha 15

BEIORIA DESCRIPTIVA

AR, PES DE LA INVERCION

Le presents invencién se refisre a la formacién
de imigenen por transferencia de carga y més particularmente
a la formacidn de imégenes por transferencia de carga que
utiliza un conjunto fotorrsceptor modificado para proporein
nar una disgregacidén reducida de la imagen durante el proca

sﬂdﬁwmfﬂrmcia' B MR un WS N ST R W G W W W AR AR Gy W W

En le electrofotografia por transfarencia de oare
gay W materinl fotosensible se dota de la imagen electro=-

eatdtica de une imagen que se ha de reproducir. ¥ntonces ee



tranefiere la izagen electroestdtioa s un elemanto que posece

una supsrfiole dleldctrica, m m e wm e e v w o wewwa-

Desgraciadamante, en sl uso corrients de¢ la téoni
ea do trameferencia de carga srriba citads, se hp encontra-
9 do a menude una disgregacién dimuptiva de la imagen cuando
e ha llevado 1la superficis fotossusibdle ds carga a la proxi
midad de la supsrficie portadora. Hs deseribe este efecto
oon detalle en Xerograpny and Helated Progees, publicade por
Jomn He. Desrausr y Harold E. Clark, the Yocal Press, Londres
10. y Now York 1956, pgina 434, o =~ w v = = «e w o =@ = = w = =

Consiguiemtementse, ¢s una finalidad de la invencién
reducir ¢l grado de degradacién de la imagen que sg produce
cusndo se lleva una superficie con una imagen slectroestéti
ca en la proximidad de una superficie & la que se ha de trang

15. ferir la imogen slectroestitica, =~ - w e w v v = = v v

Otra finalidad de la invenoidn es de modificar un
conjunto Zotorreceptor convenoionsl para lograr una degradg
0ién de imagen reducida en la electrofotografie. Una finali
dad asooiads as de lograr un conjunte fotorreceptor modifi-~

20, cado para su ueo en la refuccidn del grado de degradacién
de la imagen cuando se lleva una supsrfioie cargads del con
Junto fotorreceptor a la proximidad de una superficie die-

l‘ctﬂcgrac.ptorg. e An Ak W N WR A W R W R W W U R e e

BRESUMEN D2 LA INVENCION

25. Bo el logro de las finalidades srribs citadae y



5

10,

20.

- 3w

asociadas la inveneién proporcions un cenjunto fotorresceptor
aue me utilize ventajosamente sn un sistera de formacidn de
imégenes por transferencia de carga pars transferir una ims
gen deode ol conjunto fotorrsceptor a un elements disléetri
co ocon uns degradecidén reducida de la imagan trausferida., -

De amcuerdo con un amspecto de la inveneién el conjun
to fotorrsceptor para proporeioner ls trangfersncia de iza=-
gan con degraldacifn reducida estd formado por um eemicondug
tor interpuesto enfre un fotoconductor y un scbstrato con~

d“ctor. " G WD N SR WS OB We R AR W A% WS W) Rk b TR ML 4B UE AR W W W =

Segin otro aspecto de la invencidén el semiconduc—
tor intarpuesto antre el fotoconductor y el substrato condus-
tor del senjunto fotorrsceptor fiens una resistividad de e

tre 103 Y ‘I()12 onnios oantinmatro, = = = @ w e v " v - . - -

De aouerdo con otro aspecto de la invenciln el sg
piconductor se esacoge de la clase que ecmprends los plésti
cos seniconductores y los elastémeros ssmiconductores, por
ejerplo, los que as proporcionsn por conductores diapersoe
en una matriz dien de pléstico bien de elmstémero. Particu-
larmente puede formarse el semioconductor dispersando el ng

gro da carbdn en un elastémero o en una resing epoxi, = = =

De aouerdo con otro sepecto de la invencibén el £
toconductor es oscoge ds le class que consiete en sulfuro

ds cadmie disperso en un aglutinante que compretide una ma=-
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triz de polimeroc orgénice, oon inolusién de las rosinam eyo
xiy lae miliconas y los tsrmoplésticom, o ¢l nelenio y las

aleaciones ds selenlo, con inclusidén del selenio amorfo, cg
pae de sglutinanto de dxido de gine, y complajos de polivi-

Nilearbazol-trinitrofluorenona. = « = w o o - @ w « w = - -

Da mousrdo con otro anspecto de la invencidn tanto
el fotoconduator como al semiconductor tienen la forma Ae
ozpas @0bre un tYambor, una correa flexible, une place o ounl
guisr otro subatrato aproplado gque #s ventajosamente condue~
tor. Lop aspesores de las oapas fotocondudiorss y ssmiocondug
torss convenientexanta we hallan an la ganu de una milésima
a 750 milésiman de pulgada. El fotoconductor y el pamioondug
tor pusdan estar formados de lu misma matriz pldstiom o elas
tomérica, por ejemplo, una vesina temmofijable y pueden lo-
grarse law deseadas propiedades semlioconductoras y fotocandug
tores varisndo 1a concentracidn de, por ejemplo, sulfurc de
csdmio en la matripg. Una concantrscién apropiada ds sulfuro
de cadmio para proporcionar la semiconduetividad ee ds 307
o més, si bien una concentracién inferior a 30/, por ejemplo
aproximadsmente un 18%, proporcionard la fotoconductivided.-

DESCRIPCION DE LA DIBUJOS

Otros aspecsos de la invencidén se hardn evidentes
deapués ds considerayr verias reslizsciongs ilustrativas to-
madas conjuntamente con loe Aibujos on 108 quEt = = = = - «

la Flgura 1 e» una viste an pergpectiva de un elg
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vento de tranpferencia dée carga esquemdtico que utiliga un

conjunte fotorreceptor de acuerdo con la invencilny y = - ~

lg Figura 2 ee una vista en paerspeotiva de un con

junte fotorrecaeptor altermnativo, =~ »w v~ s v w v a e oo -

DESCRIPCION DETALLADA

Haciendo referencis a los dibujos, ee da en la Pl
gura 1 una representacifn esquemftica de un conjunto de for-

wecién de impgen por transferencia ds carga, de acuerdo con

Pn 1la realizacidn particuler de la Pigura 1, el eon
Junte fotorreceptor 20 es un tembor con una eapa fotoconduc~
tora 21 sobrapussta a una capa eomiconductora 23 sobre un

substrato conductor 25y =~ mw @ v e e w o e a v T e oo ==

En el proceso convencional ds transfersncis, la
prasencin dal campo el8ctrico msocisdo con les eargas de la
imagon electroestftica formada sobre el tambor 20 da como
resultado una degradacidn de la imagen en el proceso de trang
ferencis. 51 efacto de tal degradacifn de imagen se mitiga
de acuerde con la invencién por la inclueidn del semiconduc~

tor 23 entre el substrate conductor 25 y el fotoconductor 21.

Otreas formae de canjunto fotorreceptor de acuerdo

con la invencidn pueden proporcionarse, por ajemplo, por la
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correa flexible 20' de la Figura 2, en la que una capa Tote
conductora 21°' estd sobrepuesta a una capas semiconductors
23* que a su ves estd posicionade eobrs un substrato condue
tor 25, Para lograr el Jdemardo substrato conductor 25°,
puede apliocarse un revestimisnto condustor a una pelioula da
plietico o ¢l substrato puede ssr ung léming metflica delga-

dny por ejemplo, de niquele = w e e w w c w w m w - w oo

. substrato conductor 25 del tambor 20 en la Figu
ra 1 o5, & titulo de ajemplo, de aluminio, paro cualquier
combinacidn de materiales que proporecione la deveada condug

tividad puede utilizarse tanbidt, = = o = 0 w w @ v - « -

Se ha descublerto empiricasante qua las capas memi
condugtoras 23 y 23' tiens preferiblemsnte un aspesor del or
don de 1 miléeimn m 750 milésimas de pulgada. La rosietivi-
dad de la capa semiconductora debe mer tal qus la carga atra
viose la capa en un tiempo razonabls. Consliguientemente, la

rouistividad e ventajosauente inlelor o w‘z ohmios/cent{~

uom. WU NS M Wn Gk WD g Wh N MM W W AP A NS AR T G W P WS NP W A U AN

Por otra parts, la resistividad debe ser lo pufi-
clentemonts elovada para proporcionar uns constante do tlem
po paras suavizer la transferencia de corga y asi rsducir la
degradacidn de la imagen de transferencis tal come ha ocu-
rrido hasta shora. Il nivel inferior de resistividad de lag
capas semiconductoras 23 y 21' depende dol espesor de las oy
pas, ¢l espesor ds la oapa fotoconduotora superpuesta y la

velocidad de trabajo. s ha descublerto de modo general que
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una resistividad superior o 10” ohmios/eontimetro as epropig

da. ‘-“'-----—---ﬂ---ﬁ_--'----

La oapa semiconductora pueds realizerse de distine
tas maneraes, Puede estar formada pbr un pléstico semicondug
tor o un slastémero semiconduotor. Un agente cenductor epro
piade s ¢l negro de corbbn, mientras que une matriz apro-
piada pars recibir el nogro de carbén as ung resina evexi,
As{ pueds formarss la caps semivonductora Aimpersando el ng
&ro de carbén en una matriz resinica para lograr una resis-
tividad dentro de los limites ar:;iba. oitados. De modo pare-
eldo, puede utilizarse una gran variedad de cauchoe con ne-

gro de oarvén para obtener la reeiatividad deseada. « = = =

El fotoconductor pusde ser dsli tipo utilizado de
wodo gengral sn la formaoidn de imfiganes eleatrsestiticaa.
Los materisles que £e han encontrade satiafaetorios con la
capa semigonductora 23 6 23' incluyen ua complejo de polivi
nilcarbagol con trinitrofluorenona; sulfure de ecadmio disper
20 on une veriedad de sglutinamtes con inclueién de las ro-
pinge epoxid, las siliocones y las reeinas termoplésticas; el
eelenio y las sleaciones ds selenio, com inclusidn del sels

nio amorfo, y el 8xide de zine de vaja fatiga: = =« v = =

En genersal, para lcs fotoconductores con capa de
aglutinante, la vapa semiconductora también puede Jormaree
del miomo materisl qlie el fotoconductor, pero con una mayor

concentracién de slements fotomensible, nsf una capa fotocen
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ductora de sulfuro de cadmio en resina epoxi ocon una ooncen=
tracién de¢l 18{ se scomporia comd alslador en la omcuridad,
nientras que la misme capa con una concentracidn del 304 de
sulfuro de caimio s8¢ comporta como wn semiconductor en la

oamiﬂad. @ U0 W N R W W W s W S R M S A A AD M W Ae W ae e W

Con cualgquiera ds las capas fotoconductorss arrida
oitsdas, s¢ observa la dimgregacidn dierupiiva de la imagen
del tipo arriba citads cusnde sl receptor de imagen latante
consists en una superficie dieléotrioa contigua a una super-
ficie conductora. La presencis de¢ aste capa semiconductora
231 8 23* entre el fotoconductor 21 & 21' y el subatrato 25
§ 25, no obatante, reduce significantsmente la degradacién
deblido a la disgregucidn disruptiva. 85i bier no me comprends
perfectamonte ¢l fandmeno medisnte ol cual ls cepa semicon-
ductora elimina la disgregacidn disruptive, »e orse gque la
gonstante de tiempo introducida por ssta ospe semiconductors
tiene wn efecto de suavizar o reducir el comportamisnto pre
cipitado arocinds ds otra forma con la Rdegregacién disrup~

VUVR " w v v m w n mw s e e s Ee e o=

Lo dado a conoosr en ests invencién es Btil en ni
Susciones en las que as convenisnte transferir una imagen de
carga electroestitioa latente a cunlquier slemento dieléotri
c0y POY ejerplo; a un slemente dleléotrico internsdio que
subsiguisntezente se trass oon virador y luego sa transfie-
re a imagen producida por virador a una copia de papel liso

o una hoja disléctrica que s su Vez se vira para producir
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81 dien ve hen sxpuesto dimtintos aspactos de la
invencidn sn los dibujos ¥ en lz memorim, debs quedar entene
dido qua la descripeidn detallada ques antecedese da Union-
nente s titulo de ejemplo y qua pusden remlizsrse distintos
cambics en las plezas, ssfl ocomo la substitucidn de constity
yentes squivalentes por los que se ilustran y 20 describen,
sin cepararse del espiritu y aloance de la invencidn qus ne

reivindica en las reivindicacionss anaxag: = * « v m e = = =

A los gfoctos consiguisntes sa declaran de novedad
¥y propledad para Espalia, sus tarritovies y plazas 42 sobera-
nip, las reivindicaciones que sigual: = > = = % v =« «w w =
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REIVINDICACIONTS

1o~ Perfoccionamienton en los sonjuntos fotorrecsp

Sores, caracterisados porque el conjunto comprende « « - -

unfotﬂconductor, WM U NS e ek W W WS e e W o oam e

e un substrato condustor, = « w © @ w w W - - - .-

¥ un semiconduotor interpusste sutre dicho fotecon
ductor y dicho subsirato conductor:, = w e e v ww e e o

2+~ Parfeccionamisntos gegdn la reivindicsoidn 1,
ceracterizados porque dicho segundo eonductor tiens una re-
10. sistivided de entre 103 y w‘z ohnion/omtimstro, = « = = =

Je= Perfeccionanisnton segin gualquiera de lem rei
vindioaciones antoriores, carascterizados porque dicho semi~
condugotor g9 ercoge da la clase qus coxprende los plésticos
seniconductores y 1os elastémeros semicondustores, = = - ~ «

15 4.~ Perfecoionasientos segin cualquiera de las rei
vindioaciones anteriores, carscterisedos porque diche semi-
conductor se escoge de la clase conmsistente en conductorss

dispersos en uns matrig de pléetico o cauchos =~ w = = w = =

5.~ Perfecoionamientor segin cualquiers de las rei
20. vindicaciones anteriores, caracterisados porque dicho semi-

conductor we sscoge ds la clase cousistente en negro de car
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bén disperec en caucho, negro de carbbn disperso en una rasi

Ay
ns, opoxiy o sulfurs de cadmio en una matriz de pléstico., - =

6.~ Perlecclonemienton segin oualquiera de las rei
vindicaclones anteriores, caractoerizados pvorqus dicho foto-
conductor sie« secoge de ia clase congictente on sulfuro de
cadwio disperso en un aglutinente, selsnio amerfo y alescip
nas de selenio, oapss de ajlutinante de 6xido de ginc, ¥y
fotooonductoy orgénicoy w“ m e s s v v e v e nccccna-

Te= Parfeccionemiontos segin cualquiera de las rei
vindioseicones snterioras, carescterizados porgue dicho foto-

conductor em una capa y dicho semiconductor eg una capa. = =

8.~ Perfecoionamientos segdin cuslquiarz de les rei
vindloaciones antericrss, caracterigasdos poraue cada cepa
tiens un egpesor del orden de ung milésima a 750 milésimas

d.pulgm. > b GE A W W W G e W @) WS WN AN T G) GB G R WS AR W8 OB W

P~ Porfeccionanientos segin cualquiera de las rei
vindicacliones onteriores, cmracterizaios porque dicho foto-
canductor vy dicho semiconductor son capae formadas con las

10.~ Perfacolonamientor eegin la reivindiomeidn 9,
caracterizados porqus le matris es una Tesina orginica tere

mufiza‘blo. A B S W MR N A W MR AN ML O WS R WS WP W R S R W e W
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11e~ Pearfeccionamientos sagin la reivindicecidn 19,
oaracterigador porgue dicha matrig contiens uns concentracién

12.~- Perfsocionamientos megin la reivindicscidn 11,
caracterigados porque la concentracidn de dicho sulfuro de
sadnio en dicho seniconductor a¢ de aproximsdamente un 308 y
la concentracién da dicho sulfuro de cadmioc en dicho fotocon
ductor es de aproximadmments un 18f. = = = « = = = = = « «

13.~ "PERFRCCIONAKISNIOS BN LOS CONJUNT(S POTORRE~-

OEPTORES". G Wy M W G B ek W AR WD IS G W WR W W e B WE W A W W

Todo ello conforms se describs y reivindica en la
prasente memoria que consta de doce hojes folladas y wmecang
grafiadas por una sola de sus csras y de una limina de dibu
Jom gue 1a ilustra.

FA L Cluir SN0,



Vi ,”_”

DENNISON MANUFACTURING COMPANY

HOJA UNICA

////////////

%4 S

15 JUL. 1978

MADRID,

P. A M. CURELL SURGL




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



